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2.2结合力与结合能

按照结合力性质不同分为殇锂囔‰龆

化学键包括离子键 共价键 金属键

物理键包括范德华键 氢键
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2.3堆积 (记忆常识)
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球黑球代表什么离子 )

(唯一正离子做堆积的结构)

4个 CaF2分子 Ca离子傲硬心立方密堆稗?F离子填充四囤体窆隙 ,
填充率 100%
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为萤石硬廑盗虑蜜度胃于NaCl而水中溶解

由于萤石结构中

静电斥力起主要作用,导致晶体在垩丝盏迎舆 )面网方向
上易发生解理,因此萤石常呈A再韩解理。

碱金属氧化物 Rz0为反萤石型结构,它们的正负离子位置刚好跟萤石结

构中相反,性质类似,在Ⅱt1)面网方向上也易发生解理。

「据六个面的面心,Ti离子位于体心。Ca和 0
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位移后恢复力很大,不能在新位置上固定下来,从而不能产生自发极化,
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2.6硅酸盐晶体绪构 (特征,分类)    i
磁酸盐晶体基本结构单元是 〔siα l四面体。
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硅酸盐晶体分类:根据硅氧比分类 (见 sB页表 2.13)1
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层状:单网层,复网层,水镁 (铝 )石层
滑石:沿 C轴方向的复网层,两个硅氧层来=层水镁石层,三八面体。结构与性质的

关系 (层内电价饱和,层阃通过分子间力结合,有解理 )
`蒙脱石:复网层,结构与性质的关系 (C轴长度随含水量而变化 )
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8晶体结构缺陷

3.1结构缺陷类型     、

缺陷 (概念):晶体点阵结构中周期性势场的畸变

按照几何形态分类:点 ,线 ,面,体

点缺陷包括空位,间隙,杂质,色心

线缺陷有位错

面缺陷有晶界,表面
按照缺陷产生原因分类:热缺陷 (本征缺陷〉,杂质缺陷和非化学计量缺陷 (非本征缺陷)
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菇蓄霎罕啻垂玺终陷特征是还负遣至窆位成

分类:根据位置分为置换型固溶体,间隙型固溶体。

根据固溶度分为有限固溶体 (不连续圃溶体),无限圃溶体 (连续圃溶体 )。

形成置换圃溶体的条件 (四条 )

形成间隙型圃溶体的条件
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符号,书写原则-gs页下面的两个基本规律
热缺陷浓度的计算:热力学方法,化学平衡方法

3.5圃溶体

圃溶体 (概念 )
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腐蚀和断裂两章考试内容少,基本上只出基本衤
Ⅱ 腐蚀

腐蚀定义:材料腐蚀翠指材料由于至墨作用雨l

分类:金属/高分子/无机非金属腐蚀
金属腐蚀:金属在环境介

1人钿钞张叻为
丢叨 医雨~个重要原因 p+L
传质包括

电化学或物理作用导致的金属 ,分为

大多发生在表雨.并逐步向深

处发展。

高分子腐蚀:高分子材料在加工、储存和使用过程中,由于内外因素的综合作用,其物理化

学性能和机械性能逐渐变坏,以至于最后丧失使用价值,称为高分子材料腐蚀

或老化,分为物理老化和化学老化
腐蚀特点:毽于丑虫化学规律鞲述,腐蚀过程与介质的渗入、渗入介质与材料
阄的相互作用和材料组分的溶出等因素有关。

无机非金属材料腐蚀:无机非金属材料在一些特殊的环境下,如高温或强腐蚀性介质中,发

生物理化学变化,导致的材料性能劣化。

腐蚀特点:腐蚀以材料与介质的化学反应为主,并与材料的组戚、显微结构、

结晶状态、腐蚀产物的性质等因素有关。

晶间腐蚀 (晶界腐蚀)概念以及发生原因:金属材料在特定的腐蚀介质中沿着材料的晶界发

生的一种局部腐蚀

晶界与晶内的物理化学状态以及化学成分不同,导致其电化学性质不均,排列

混乱,缺陷多,因此易发生腐蚀。

菡   钰行  蘸 砝哀确斩飙过程:再绋晶和最筚亟丛|书翠释在烧缭盾期。
、具有应变∷的基廒中:生苌出薪的先应变晶粒的成核和苌  -

2.晶粒K大 (芷涪苌大):烧结中|罾鎏蜇嗦皙薏蓖空蚤ff诺圣J∶ζ

琅J廾 4纭等J扬钜
f丈
浼礻刀aJ硅
帚

眵动的结果,其结果是

躅龊串羲
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男'亻卢 迄 胜厶孓
冫淘拟刀·

饬 劫彳纽 ,

薹耋I銮啻詈皙箩簧鬟雷墓售錾段茗篝畲∶鎏鑫蕴∶窖蓬篷森髦霹覆羹严
(1)疲劳断裂表珥匙堡里左王塑盥丛断裂°

t9)疲芽破坏宏塑圭嚣撄坚壅显硭瑟塑U盥“醚鲤窆。

〈39疲劳是与时间有关的△种笨岘 具有多阶毁性 ,

←)与单向静载断裂相比玻劳失效对材料的徽塑鱼姿嚣蜘照罅势咱蛞孰

氢致断裂是i屠材料
蟊
望
篁晕晕章雪覃
曼噩萱筹鼙豸鬻的断筻:耐称为氢脆断裂淼叩赝垫D

(1)氢压裂纹F氢压裂纹包括钢中由点、
·H阝 浸泡裂纹、焊接冷裂纹以

庾高逸度秃氯雨产虿钿微裂纹。

r,)氢致化学变化导致的氢脆——氢腐蚀。

导致氢屦葫瞽璀鬟军
茭暨垩型墅
°
早
括氢化唧析出早致氢

呷
和氢
繁
马氏绔相罕

←)可逆氢脆。指圃溶的氢在拉伸过程中通过扩散和富集导致材料塑性

下降的现象丁
^ˉ^

(s,氢致滞后断裂。指在恒载荷(或恒位移)条件下,原子氢通过应力诱导

扩散、富集,到临界值后就引起氢致裂纹形核、扩展,从雨导致低应力断裂的现

象。

机理:长期以来,人们对氢脆机理进行了大量研究,并提出了多种珲论。但是,由于氢对钢的性

能影响十分复杂,雨且氢脆过程的-些重要参数缺乏精确的测试手段,所以对氢脆机理的看泫

仍然存在分歧。目前比较看好以下几种理论:

(1)氢压理论。在砀气环境中 H,分解为H原子遴入金属中,其浓度 CH和抒 成正比。.

反过来,如果溶解在金属中的△ 进入茱些特殊区域铷夹杂或第二相界面、空位团)就会复合

成 H2,即 2H+H2,这时该处的H2气压力P就和%2成正比。当局部区城CH很高,则压力很大,∷
若该压力超过了原子键合力 cdI,就会便局部地区的原于键断裂雨形成微裂纹。

飓 儡 鼬 荔 纛 趱 矗晷瞽饔 ≡疋哼 踔 蕙 锰 暨鬣展餮

微裂纹形核所需的局部应力集中将从‰丁cth降低为 c,y【H)=cthm)∶ 这样一来就会便造成

局部应力集中所需的临界外加应力从 %降为 ccm),或使临界应力强度因子从ΚE降为 K.r。
因此,裂纹更容易形成 :

(3)氢降低表面簸理逡 :认为,氢吸附在表面就会使表面能由 V降为9σ)。 根据

mⅢ伍 理论,断裂应力cs或断裂韧性Krc和孑 成正比,因雨当氢使∷
`下
降,必然使σ降为σσ、

或使 KIc为 Κ眦从雨增大裂纹形成倾向。

←)氢盥丑型塑塑拶盱同时考虑了氢促进局部塑性变形,氢降低原子键合力以及氢压的

作用,因此能够解释各种氢脆现象。

附材料学院导师信息h卸 ://oublic。 whut。edu.cnFcIxv/nomaI。 asD

预祝考研成功
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